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ОПТИМІЗАЦІЯ ТРИВАЛОСТІ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ РОЗПЛАВУ КРЕМНІЮ 
ПЕРЕД ВИРОЩУВАННЯМ МОНОКРИСТАЛІВ 

Запорізька державна інженерна академія 

Исследовано влияние диаметра кварцевого тигля на содержание примеси 
кислорода в расплаве кремния при выращивании монокристаллов кремния по 
методу Чохральского. Предложен простой способ оптимизации длительности 
технологической операции гомогенизации расплава кремния. 

Досліджено вплив діаметра кварцового тигля на вміст домішки кисню в роз-
плаві кремнію під час вирощування монокристалів за методом Чохральського. 
Запропоновано простий спосіб оптимізації тривалості технологічної операції гомоге-
нізації розплаву кремнію. 

An influence of quartz crucible diameter on the concentration of oxygen in silicon 
melt at growth single-crystals silicon by Czochralski method has benn researched. The 
simple method of optimization for duration of technological procee of homogenization of 
silicon meit has been offered. 
 


